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１．概要（Summary） 

トンネル FET(Tunnel Field Effect Transistor) は
MOS トランジスタよりも急峻にオンオフの切り替えが可能

であり、次世代低消費電力トランジスタとして注目を集め

ている。特に、我々は InGaAs をチャネルの材料とした

InGaAsトンネルFETの研究を進めている。これまでプレ

ーナー型の素子実証に成功しており、更なる高性能化を

目指したナノワイヤ―型トランジスタの実現を目指している。

本研究では、電子線描画装置を用いてナノワイヤ

InGaAs トンネル FET の作製を目指している。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高速大面積電子線描画装置 （F５１１２、F7000S） 
電子顕微鏡 
【実験方法】 
以下に示すプロセスを用いて、ナノワイヤ InGaAs トンネ

ル FET の作製を試みた。Si イオン注入により N+領域を

形成し、Zn 拡散プロセスにより、P+領域を形成した。その

後、電子ビーム描画装置（F5112）を用いてナノワイヤパ

ターンを形成し、ドライエッチングにより InGaAs ナノワイ

ヤ構造を形成した。その後、ゲート構造を形成し、コンタク

ト用電極を形成した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に試作した InGaAsナノワイヤトンネルトランジス

タの電子顕微鏡像を示す。電子線描画装置を用いたこと

で、サブミクロンサイズの InGaAs ナノワイヤ構造が形成

できていることが分かる。更に細いナノワイヤを形成する

ためには露光条件やエッチング条件の最適化が必要で

ある。 
４．その他・特記事項（Others） 

この研究は JST-CREST Grant Number JPMJCR1332

からの支援を受けて行われた。 

 

InGaAs

S D
Al2O3

 

Fig. 1 Plan-view SEM image of InGaAs ナノワイヤトン

ネルトランジスタ. 
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